以兆赫時域頻譜法分析微米至奈米厚度之薄膜材料
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本文利用雙調制差動式兆赫時域頻譜分析法(Double-modulated Differential Terahertz time Domain Spectroscopy, DTDS)分析厚度約2 μm~ 300 nm二氧化矽( SiO2)薄膜之光學與介電特性，同時探討傳統兆赫時域頻譜分析法(Terahertz time domain spectroscopy, TDS)的量測極限。另外亦利用TDS量測50 nm以下鉻(Cr)金屬薄膜對THz輻射的穿透特性，並可藉由穿透率反推得到金屬薄膜的厚度。
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